
Image Sensorへの応用ではすでに
1978年に日本応用物理学会主催の
国際会議SSDM1978にて、SONY
(萩原)が、あまり詳細な説明はして
いませんが、図13で量子変換効率が
８０％を、ほぼ直線の傾きで、実現
している事を明示しています。

Image Sensorへの応用ではPNP
接合の完全空乏化された埋め込み
N層のConduction Band の谷底の
電位 Minimum Potential (Vm)は
深く逆バイアスされプラスの値に
なります。Vm＞０ になります。

Image Sensorへの応用ではすでに
1984年にKODAKも、IEEEの国際
会議 IEDM1984 で詳細に図４で
量子変換効率８０％実現している
事を明示しています。

太陽電池では N 層が順方向バイアス
となり、Vm＜０ になります。しかし
多重接合にして、空乏層の幅を広げる
ことが可能であり、変換効率も限りなく
理論限界の８０％まで実現可能です。
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トランジスター生誕７５周年記念に際し、IEEE EDS学会からイメージセンサーの開発歴史について特別論文寄稿する機会をいただきました。
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